Моделирование проникновения ионов в материал при имплантации by Черный, А.А. et al.
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 



























Сумський державний університет 
2013
ІМА :: 2013 СЕКЦІЯ 7:Моделювання
 складних систем 
148 
Моделирование проникновения ионов в материал  
при имплантации 
 
Черный А.А., студ.; Мащенко С.В., студ.;  
Гончаров В.В., ст. преп.  
Институт химических технологий Восточноукраинского  
национального университета имени В. Даля, г. Рубежное 
 
Ионная имплантация занимает одно из ведущих мест среди радиа-
ционно-пучковых технологий модифицирования материалов. Благо-
даря экономичному расходу активных компонентов её применение 
перспективно не только в микро- и наноэлектронике, но и в техноло-
гиях получения  катализаторов большого спектра действия. 
Однако сложность самого процесса и ряд эффектов, сопутствующих 
имплантации (травление поверхности, каналирование, диффузия вглубь 
материала и т.д.), затрудняют контроль над процессом и прогнозирова-
ние результатов. Для понимания картины в целом требуется проведение 
массы экспериментов и наработка обширной базы практических ре-
зультатов с последующей статистической обработкой. 
С целью имитационного расчета параметров процесса имплантации 
(пробега, диффузии, травления, концентрации ионов в слое и т.д.) бы-
ла создана компьютерная программа "RIO". Программа написана на 
языке C++ в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 Professional 
Edition  SP1  –  RUS  и учитывает две модели:  Юдина [1]  и Линхарда-
Шарфа-Шиотте [2], с возможностью выбора радиуса экранирования 
(Томаса-Ферми и Фирсова) [2]. Результаты, полученные с помощью 
программы "RIO", незначительно отличаются от известных литера-
турных данных, что свидетельствует о перспективности её использо-
вания для расчетов параметров процесса имплантации. 
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